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【はじめに】様々な酸化物ヘテロ構造における新奇な界面物性の発現が相次ぐ中，その発端となった

のは，SrTiO3 (STO)と LaAlO3 (LAO)の界面における高電子移動度や超伝導状態の報告である．そ

の伝導現象の中でも特に興味深い点は，LAOを 4層成長する前後において界面伝導が発現し，4層

以下の極薄層においては絶縁性界面となることである．そのような膜厚依存性を検証する上で，よ

り制御された界面が必要と考え，原子レベルで構造が規定された STO基板表面を用いて LAO/STO

界面を構築し，その電子状態の解明を進めている．本研究では，(
√

13 ×
√

13)-R33.7◦ STO(001)基

板表面上に作製した LAO/STO界面の電子伝導に関する結果を報告する．

【実験】エッチング処理を施した信光社製 STO(001)単結晶基板を酸素雰囲気下で熱処理すること

により，真に原子レベルで平坦な (
√

13 ×
√

13)再構成表面を作製した [1] ．その表面上に，基板温

度 800◦C,酸素分圧 1×10−5 Torrにて LAO薄膜成長を行った．その後，大気曝露することなく，∼5

Kで走査型トンネル顕微鏡/分光 (STM/STS)測定，ならびに電極蒸着後に抵抗測定を行った．
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図 1: LAO (2 u.c.)/STO(001)-(
√

13
×
√

13) ヘテロ構造におけるシート抵抗
の温度依存性．

【結果】詳細な STM/STS観察によって，LAO上におい

ても基板と同様の (
√

13 ×
√

13)構造が明瞭に観測される

こと，および LAO層の上に基板由来の TiOx層が形成さ

れることがわかった [2]．特に後者は，LAO上に新たなコ

ヒーレント界面が得られていることを示唆する結果であ

る．伝導性に変化を与えていると考え，STO-(
√

13 ×
√

13)

基板上における膜厚依存性を検証した．図 1に，LAOを

2層成長した時のシート抵抗の温度依存性を示す．驚く

べきことに，従来の報告とは異なり，金属伝導を示した．

薄膜成長時と同様の熱処理を施した基板自体は絶縁性で

あることから，伝導性の起源に成長前の基板の原子配列

が強く関与することがわかった．
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